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Parte A 
 
1. Si supponga di avere a disposizione un amplificatore differenziale con guadagno di tensione a  

centrobanda AV = 100000 e limite superiore di banda 10 Hz. Si supponga che l'impedenza di 
ingresso sia 3 KΩ e l'impedenza di uscita 1 KΩ.  Si introduca una reazione in modo da ottenere 
un'impedenza di uscita inferiore a 10 Ω e impedenza d'ingresso inferiore a 100 Ω, giustificando 
il procedimento. Calcolare la nuova amplificazione a centro banda e il limite superiore di 
banda. 

 
2. Del generatore d'onda quadra mostrato a lato, 

calcolare frequenza, ampiezza e duty cycle della 
forma d'onda in uscita, giustificando il 
procedimento. Disegnare e quotare, sullo stesso 
asse dei tempi, l' andamento delle tensioni di 
ciascun ingresso dell'operazionale e dell'uscita. 
R1=50 KΩ, R2=R4=10 KΩ, R5=20KΩ, R3=1KΩ, 
C=47 nF, VZ=4.7  

 
3. Calcolare il guadagno di corrente di corto circuito di un transistore bipolare in funzione della 

frequenza. Enunciare la definizione di frequenza di transizione di un BJT e ricavare 
l'espressione del suo valore in funzione dei parametri del circuito di piccolo segnale. 

4. Disegnare il circuito e descrivere il funzionamento di una memoria SRAM a 4 bit con 
indirizzamento bidimensionale realizzata con tecnologia CMOS. 

 
Punteggio totale Parte A: 14 
 
 
 

Parte B 
 
Dato l'amplificatore disegnato in figura, 
calcolare: 
− il punto di riposo dei due transistori,  
− la caratteristica di trasferimento 

Vu/Is a centrobanda,  
− il limite superiore di banda e il 

limite inferiore di banda 
Ipotesi semplificative: 

− Cs e C2 hanno valore infinito 
(a qualunque frequenza non 
nulla hanno impedenza 
nulla). 

 
 
 
 
Punteggio totale Parte B: 14. 
 

 
























